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【緒言】熱電材料は熱を直接電気に変換する材料であり、廃熱による発電が可能なことから近年

注目を浴びている。しかし、CdTe や BiTe といった材料は有害元素を含み、環境負荷が大きい。

我々は毒性元素を含有せず、軽量で資源が豊富なMg2Si系材料に着目している。Mg2Si系材料は、

n 型では中温度域(300-600 
o
C)で高い熱電特性を示すが、p 型の特性が低いことが課題となってい

る。ドープしていないMg2Siは、一般的に n型伝導が報告されている[1]が、我々のMg2Si薄膜は

熱処理を行うと全ての試料で p 型伝導に反転する。本研究では、p 型伝導に反転する要因の検証

について報告する。また、最近今井ら[2]によってMg2Siに酸素が固溶することによって p型伝導

を示す可能性が示唆されており、その検討結果も合

わせて報告する。 

【実験】 RF マグネトロンスパッタ法により、2 イ

ンチのMgディスク上に 5 mm  5 mmの Siチップを

配置したターゲットを用いて、膜厚約 1 mのMg2Si

膜を作製した。製膜は、Ar雰囲気下、圧力 10 mTorr、

温度 320 
o
Cで行った。得られた膜の組成を蛍光 X線

分析で、X 線回折測定によって結晶構造の評価を行

った。電気伝導度および熱起電力は熱電特性評価装

置(ZEM-3)を用いて測定した。膜の深さ方向の組成

は、SIMSを用いて評価した。 

【結果と考察】(100)CaF2 基板上に作製した Mg2Si

薄膜の熱起電力を Fig. 1に示す。製膜後の膜は n型

伝導を示したが、測定に伴う He

雰囲気下での昇温中に 200-300  
o
Cで p型伝導に変化した。その

後 500℃まで昇温した試料は、

以後の昇温や降温では安定して

p型伝導を示した。 

Fig. 2に製膜直後および 500℃ま

で測定した後の薄膜の SIMS 分

析結果を示す。熱処理の前後で

酸素量に大きな変化は認められ

なかった。このことから、本研

究で得られた n型から p型への

伝導型の変化に酸素は大きく寄

与していないと考えられる。当

日は他の可能性も含めて考察し

た結果を発表する。 
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